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【はじめに】 ダイヤモンド半導体は高い絶縁破壊電界を有

し，熱伝導率は半導体中最も高いことから、次世代パワーデ

バイス材料として期待されている。しかしダイヤモンド基板

は Siと比較して、高コストで基板面積が小さいという課題が

ある。本研究では、大面積化に向けた Si ウェハ/-SiC(001)
[1]

上へのダイヤモンド膜の成膜を目的とし、高密度なプラズマ

を生成することができる独自の先端放電型プラズマ CVD(図

1)を用いたヘテロエピタキシャル成長を行った。 

【実験方法】基板として Si(001)ウェハ上に熱 CVD 法で堆積

した単結晶-SiC(001)膜（膜厚 4 m）を用いた。はじめに

先端放電型プラズマCVD中でのバイアス促進核生成(BEN)

プロセスにより、ダイヤモンドの核形成を行った。次に、

MPCVD 装置を用いてダイヤモンドの成長を行った。それ

ぞれの合成条件を表 1に示す。SEM、RHEEDにより成長後

のダイヤモンドの形状及び配向性を評価した。 

【結果】 図 2(a)、(b)及び図 3にそれぞれ窒素濃度 0 %と 0.1 %を添加した成長後の SEM像及び

窒素濃度 0.1 %で成長した RHEED を示す。SEM 像よりエピタキシャル率を見積もった。ダイヤ

モンド[100]ファセットが SiC 基板の面内方向と一致しているものをエピタキシャル成長している

と定義すると、窒素濃度 0 % では 16.2 %、窒素濃度 0.1 %では 29.6 %となり、窒素添加により[100]

に優先的に成長することがわかった。また図 3 の RHEED からも、ダイヤモンド格子からの強い

回折点が得られ、ヘテロエ

ピタキシャル成長してい

ることを確認した。今後、

長時間成長を行うことに

よりダイヤモンド薄膜が

期待できる。 

[1] Y. Mizuochi et al., Diamond Relat. Mater., 6 (1997) 277 - 281 

Fig. 1 Antenna-edge type 

plasma CVD 

(a) 0 % N2        (b)  0.1 % N2 

Fig. 2 SEM images 

Fig. 3 RHEED pattern 
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Table. 1. Experimental condition 

プラズマ 

基板 
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